


（4）(1)で求めた電荷𝒒の方程式を静電容量𝑪で割ると、コンデンサの充電電圧 Vの変化を表す式となる。 
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𝑬 = 𝟓𝑽,𝑹 = 𝟏𝟎𝟎𝛀,𝑪 = 𝟏𝟎𝝁𝑭のとき、コンデンサの充電電圧が𝟑𝑽になるまでの時間𝒕を求める。 
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𝑽

𝑬
= −𝑪𝑹(𝐥𝐧𝑽 − 𝐥𝐧𝑬) = −𝟏𝟎 × 𝟏𝟎ି𝟔 × 𝟏𝟎𝟎(𝐥𝐧𝟑 − 𝐥𝐧𝟓) = −𝟏𝟎 × 𝟏𝟎ି𝟔 × 𝟏𝟎𝟎(𝟏. 𝟎𝟗𝟖 − 𝟏. 𝟔𝟎𝟗) = −𝟏𝟎 × 𝟏𝟎ି𝟔 × 𝟏𝟎𝟎× (−𝟎. 𝟓𝟏𝟏)

= 𝟓𝟏𝟏 × 𝟏𝟎ି𝟔 

よって 511μs 後に 3V になる。 



大学院入学試験問題（電気磁気学）      令和７年９月１日 

受験番号（           ） 

 

1. 図のように，真空中の点 A と点 B にそれぞれ点電荷 Q1  [C]，Q2  [C]が距離 r [m]離れて置かれている．ただし，真空

の誘電率を0 [F/m]，点 Aから点 Bに向かう方向を正とする． 

(1) Q1に働くクーロン力 Fを求めよ．(10点×1問) 

 

 

 

 

 

 

(2) 点 A と点 B を結ぶ直線上の点 C の電界 ECを求めよ．ただし，点 C は点 A から距離 a  [m]の位置にあり，点 A と点

B の間である．(10点×1問) 

 

 

 

 

 

 

(3) 点 C の電位 [V]を求めよ．(10 点×1問) 

 

 

 

 

 

 

2. 半径 a  m]の無限に長い円柱内に，単位長さ当りλで一様に電荷が分布しているとき，その内外半径 r  [m]の位置に生

じる電界 Eを求めよ．(10点×2問) 

外側 

 

 

 

 

 

 

 

内側 
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r

a



3. 有限の長さ Lの直線状導線 AB に Bから Aの方向に電流 I [A]が流れているとき，AB の垂直 2等分線上で導線からの

距離が l  m]の点 P での磁界の強さ HABを求めよ．(10点×1 問) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 正三角形 ABCの導線回路に電流 Iが流れているとき，中心に生じる磁界の強さ H△を求めよ．(10点×1問) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 図のように，平均磁路長 l [m]，断面積 S [m2]，総巻数 Nの環状ソレノイドの中に，透磁率 [H/m]を持つ磁性体が隙間

なく入れられている．電流 I [A]が流れているとして，次の問いに答えよ．なお，ソレノイドの全長 l はソレノイド断面

の幅に対して十分長く，曲がりの影響は無視できるものとし，磁束の漏れはないものとする． 

(1) 磁性体の磁気抵抗を Rm，磁束をとするとき， 

Rm，及びを求めよ．(10点×2問) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 環状ソレノイドの自己インダクタンス Lを求めよ．(10点×1問) 

 

 

 

 

 

 

 



大学院入学試験問題（電気磁気学）      令和５年９月１日 

受験番号（           ） 

 

1. 図のように，真空中の点 A と点 B にそれぞれ点電荷 Q1  [C]，Q2  [C]が距離 r [m]離れて置かれている．ただし，真空

の誘電率を0 [F/m]，点 Aから点 Bに向かう方向を正とする． 

(1) Q1に働くクーロン力 Fを求めよ．(10点×1問) 

 

 

 

 

 

 

(2) 点 A と点 B を結ぶ直線上の点 C の電界 ECを求めよ．ただし，点 C は点 A から距離 a  [m]の位置にあり，点 A と点

B の間である．(10点×1問) 

 

 

 

 

 

 

(3) 点 C の電位 [V]を求めよ．(10 点×1問) 

 

 

 

 

 

 

2. 半径 a  m]の無限に長い円柱内に，単位長さ当りλで一様に電荷が分布しているとき，その内外半径 r  [m]の位置に生

じる電界 Eを求めよ．(10点×2問) 

外側 

 

 

 

 

 

 

 

内側 

 

  

A BC

Q1 Q2

r

a



3. 有限の長さ Lの直線状導線 AB に Bから Aの方向に電流 I [A]が流れているとき，AB の垂直 2等分線上で導線からの

距離が l  m]の点 P での磁界の強さ HABを求めよ．(10点×1 問) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 正三角形 ABCの導線回路に電流 Iが流れているとき，中心に生じる磁界の強さ H△を求めよ．(10点×1問) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 図のように，平均磁路長 l [m]，断面積 S [m2]，総巻数 Nの環状ソレノイドの中に，透磁率 [H/m]を持つ磁性体が隙間

なく入れられている．電流 I [A]が流れているとして，次の問いに答えよ．なお，ソレノイドの全長 l はソレノイド断面

の幅に対して十分長く，曲がりの影響は無視できるものとし，磁束の漏れはないものとする． 

(1) 磁性体の磁気抵抗を Rm，磁束をとするとき， 

Rm，及びを求めよ．(10点×2問) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 環状ソレノイドの自己インダクタンス Lを求めよ．(10点×1問) 

 

 

 

 

 

 

 



令和 7 年度大学院工学研究科修士課程入学試験問題 

電気磁気学 出題意図 

大問１：静電界に関する基礎知識を確認する。 

大問２：静電界に関する知識、計算力を確認する。 

大問３：電流による磁界に関する知識、計算力を確認する。 

大問４：電流による磁界に関する知識、計算力を確認する。 

大問５：電磁誘導に関する知識を確認する。 
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福山大学大学院入学試験問題・解答用紙
令和 7 年９月１日

［（答案作成上の注意）このページの問題に対する解答欄が不足する場合は，このページの裏面を利用し答案を作成すること．］

１．図１の回路の端子 ab 間の電圧を求めよ．

２．R ［Ω］の抵抗素子と充電されていない C ［F］のコンデンサからなる直列回路に，時刻 0 で E[V]になる階段状の電圧を印加した，

次の問いに答えよ． 

（１）この回路に流れる電流を数式で表現し，時間変化の概略を図示せよ．

（２）電圧を印加してから十分に時間が経過するまでに抵抗で消費されるエネルギーW「J」の値を求めよ．

試験科目 電気回路 工学研究科 電子・電気工学専攻
受 験 採

番 号 点
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福山大学大学院入学試験問題・解答用紙 
令和 7 年９月１日 

 

［（答案作成上の注意）このページの問題に対する解答欄が不足する場合は，このページの裏面を利用し答案を作成すること．］ 
３．磁気結合回路を含む図２の回路において，抵抗 R5［Ω］に流れる電流 i が 0 となる条件を

求めよ．ただし，e は交流起電力［Ｖ］，R1～R5 は抵抗［Ω］，L1～L3 は自己インダクタ

ンス［Ｈ］，M は相互インダクタンス［Ｈ］である． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．回路中を伝搬する電磁波の波長に比べてその回路の規模が大きい回路を分布定数回路と呼び図３のようにモデル化される．回路の中

の L、C，R，G は，それぞれ，その回路に含まれる単位長さ当たりのインダクタンス  [H/m]、キャパシタンス  [F/m]、損失抵抗  [Ω
/m]、漏れコンダクタンス  [S/m]である．次の問いに答えよ． 

（１） この回路を伝搬する電圧と電流は、電圧と電流の場所による変化分を含めて， 
dV j LI RI
dx

dI j CV GV
dx

ω

ω


− = +


− = +


 


 

 
となる．このことを導出せよ．ここで、V および Iは，それぞれ回路を伝搬する電圧および電流のフェーザである．なお，この微

分方程式を「分布定数回路の微分方程式」と呼ぶ。 
 
 
 
 
 
 
 

（２） 分布定数回路の微分方程式から，回路を伝搬する①電圧だけの微分方程式と②電流だけの微分方程式（この二つを総称して電信方

程式または波動方程式と呼ぶ）を導け． 
 
 
 
 
 
 
（３） 電信方程式（波動方程式）の解を求めよ．また，この解は，どのような物理現象を表現しているかを説明せよ． 
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